
Отзыв научного руководителя о диссертации А.В. Коротченкова 
"Плазмоны и плазмон-экситоны в наноструктурах металл-полупроводник", 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.11 - физика полупроводников 

 
Алексей Владимирович Коротченков учился в СПбГПУ и СПбАУ, где защитил 

соответственно бакалаврскую и магистерскую диссертации. В 2016 году поступил в 
аспирантуру ФТИ (под моим руководством), сдал все кандидатские экзамены с оценкой 
"отлично" и - дополнительно - теоретический минимум по механике и теории поля. При 
окончании аспирантуры в 2020 году защитил с оценкой "отлично" научный доклад, 
близкий по теме к представленной диссертации. С 2020 года работает в должности 
младшего научного сотрудника в секторе теории оптических и электрических явлений в 
полупроводниках ФТИ. 

В представленной диссертации А.В. Коротченковым теоретически решены следующие 
концептуально связанные новые задачи. (I) Построена самосогласованная теория 
резонансной спектроскопии анизотропного отражения света от поверхности 
полупроводника со слоем плазмонных наночастиц. (II) Исследованы оптические эффекты, 
обусловленные взаимодействием квазидвумерных экситонов Ванье-Мотта квантовой ямы 
с одно- или двумерной решеткой плазмонов. (III) Проведен анализ оптической ориентации 
горячих экситонов, возбуждаемых в квантовой яме ближним полем решетки наночастиц. 
Результаты теории (I) апробированы оптическими экспериментами, выполненными в ФТИ 
для систем In/InAs, и используются для изучения анизотропии плазмонов в структурах с 
другими парами металл-полупроводник. Анализ и оценки (II) и (III) предсказывают 
доступные наблюдению оптические явления в новых низкоразмерных структурах и 
материалах. 

При работе А.В. Коротченков проявил эрудицию в вопросах физики систем металл-
полупроводник. Для успешного решения поставленных задач он использовал методы 
теории многократного резонансного рассеяния света в низкоразмерных структурах 
сложного состава. В процессе работы диссертант показал умение выполнять 
аналитические расчеты и численное моделирование, а также способность работать как с 
соавторами, так и индивидуально.  

Диссертационная работа А.В. Коротченкова в целом представляет собой в достаточной 
степени единое и последовательное исследование ряда актуальных вопросов физики 
полупроводников. Она удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям 
по специальности 1.3.11. Полученные теоретические результаты имеют выход на 
эксперимент и перспективу развития. Ранее они были достаточно широко представлены 
научной общественности. 

Считаю, что хорошая общефизическая подготовка, полученная научная квалификация 
и представленная диссертационная работа А.В. Коротченкова свидетельствуют, что он 
вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 1.3.11. 
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